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1. Date despre program

0264.405300/ 5176
@ secretariat.phys@ubhcluj.ro

BBTE
FIZIKA

1.1. Institutia de invatamant superior

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI

1.2. Facultatea

FACULTATEA DE FIZICA

1.3. Departamentul

DEPARTAMENTUL DE FIZICA AL LINIEI MAGHIARE

1.4. Domeniul de studii

Fizica informatica

1.5. Ciclul de studii

Licenta

1.6. Programul de studii / Calificarea

Fizica

1.7. Forma de Invatamant

Invatdmant cu frecventa

2. Date despre disciplind

2.1. Félvezetofizika Codul FLM1609

Denumirea | Fizica semiconductorilor disciplinei

disciplinei | Semiconductor Physics

2.2. Titularul activitatilor de curs lect. dr. Borbély Sandor

2.3. Titularul activitatilor de seminar lect. dr. Borbély Sandor

2.4. Titularul activitatilor de laborator lect. dr. Borbély Sandor

2.5.Anulde | 3 2.6. 6 2.7. Tipul E 2.8. DS

studiu Semestrul de evaluare Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitdtilor didactice)

3.1. Numar de 4.0 din care:

ore pe

saptdamanad

3.2. curs 2 3.3. seminar 1 3.4.laborator | 1.0

3.5. Total ore din planul de invatamant 48.0 din care:

3.6. curs | 24 | 3.7. seminar 12 3.8.laborator 12.0

Distributia timpului alocat pentru studiul individual (SI) si activitati de autoinstruire (Al): ore

Studiul dupd manual, suport de curs, bibliografie si notite 31

Documentare suplimentara in bibliotec3, pe platformele electronice de specialitate si pe teren | 14

Pregadtire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 20

Tutoriat (consiliere profesionala) 4

Examindri 3

Alte activitati: 5

3.9. Total ore studiu individual (SI) si activitdti de autoinstruire (Al) 77.0

3.10. Total ore pe semestru 125

3.11. Numarul de credite 5

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

nu

4.2. de competente

Electricitate, fizica atomica, mecanica cuantica, fizica
solid3, fizica statistica




5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfasurare a cursului

tabla si proiector multimedia

5.2. de desfasurare a seminarului

tabla si proiector multimedia

5.3. de desfasurare a laboratorului

Instrumente din dotarea laboratorului de fizica
semiconductorilor

6. Competentele specifice acumulate

Competente profesionale/esentiale

C1. Identificarea si utilizarea corespunzatoare a legilor
si principiilor fizicii si a fundamentelor teoretice ale
stiintelor ingineriei aplicate.

C2. Utilizarea pachetelor software de analiza si
procesare a datelor si a sistemelor IT.

C3. Rezolvarea problemelor de fizica in conditii date,
folosind metode numerice si statistice. Furnizarea de
activitati de sprijinire a cercetarii stiintifice.

C4. Aplicarea cunostintelor fizice in sarcini din domenii
conexe precum si in experimente efectuate cu
echipamente obisnuite de laborator. Utilizarea
echipamentelor standard de laborator si industriale in
cercetarea experimentala.

C5. Analiza si comunicarea informatiilor educationale,
stiintifice si de popularizare stiintei in fizica.
Dezvoltarea si utilizarea de software si instrumente
virtuale in rezolvarea sarcinilor fizice. Utilizarea fizicii
tehnice, a metodelor si instrumentelor profesionale in
activitati de productie, consultanta si monitorizare a
proceselor.

C6. Abordare interdisciplinara a problemelor fizice.
Coordonarea si conducerea unitatilor implicate in
procesele de proiectare, productie si intretinere a
echipamentelor profesionale.

Competente transversale

CT1. Efectuarea eficienta si responsabila a sarcinilor
profesionale cu respectarea legilor deontologice.
Aplicarea principiilor, reglementarilor si valorilor
dreptului de autor, metodologiei de certificare a
produselor si eticii profesionale in cadrul legal in
propriile strategii de lucru precise, eficiente si
responsabile.

CT2. Participarea eficientd la munca in echipa in
diferite pozitii. Identificarea rolurilor si
responsabilitatilor profesionale in cadrul unei echipe
de lucruy, folosind tehnici eficiente de comunicare si
participarea eficienta la munca in echipa in diferite
pozitii.

CT3. Utilizarea eficienta a resurselor de informare,
comunicare si formare profesionala atat in limbile
materne, cat si In cele straine. Identificarea
oportunitatilor de Invatare ulterioara, valorificarea
resurselor si tehnicilor de invatare pentru avansarea
profesionala.

7. Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea gandirii logice, stiintifice si aplicarea
cunostintelor dobandite intr-un mod creativ.
Transmiterea cunostintelor care ajuta in interpretarea




realizarilor si rezultatelor stiintei moderne
Scopul seminariilor este aprofundarea cunostintelor
teoretice bazate pe rezolvarea problemelor.
Scopul exercitiilor de laborator este de a dezvolta si
imbunatati abilitatile experimentale si de observatie.

7.2. Obiectivele specifice

Sa insuseasca conceptele si legile de baza ale opticii si
sa invete despre fenomenele de baza necesare
aplicatiilor practice. Realizarea de conexiuni cu legile
invatate in alte capitole de fizica si dobandirea de
cunostinte care pot fi construite in capitolele ulterioare
de fizica.

8. Continuturi

8.1. Curs

Metode de predare

Observatii

1.Introducere-retrospectiva
istorica. Prezentare generald a
proprietatilor materialelor
semiconductoare. Prezentare
generala a celor mai importante
materiale semiconductoare.
Prezentare generald a domeniilor
de aplicare ale materialelor
semiconductoare. 2. Teoria
electronica a conductiei electrice in
semiconductori. Interpretarea si
calculul vitezei drift. Modelul
Drude-Lorentz.

3. Mecanismul conductiei electrice
in semiconductori: explicat pe baza
modelului legaturii electronilor de
valenta si a structurii benzii.

4. Ecuatia Schrodinger a cristalului.
Modelul de electroni puternic legati
5. Reteaua reciproca si zonele
Brillouin. Teoremei lui Bloch. Cvasi-
impulsul unui electron intr-un
cristal.

6. Masa efectiva a electronului din
cristal. Relatia dintre masa efectiva
si structura benzii. Aproximarea
efectiva a masei.

7. Dependenta energiei de numarul
de unda in apropierea punctelor cu
valori extreme. Nivelurile de
energie ale impuritatilor din
cristale. Stari electroni localizate la
suprafata.

8. Structura de bandd a unor
semiconductori (Si, Ge, GaAs).
9-11. Statistica purtatorilor de
sarcini.

Calculul dependentei de
temperatura a conductibilitatii
pentru semiconductori intrinseci si
extrinseci.

curs




12. Fenomene observate la
contactele semiconductoare.
Lungimea de ecranare Debye.
Contact metal-metal, metal-
semiconductor. Contact
semiconductor-semiconductor:
jonctiune pn.
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8.2. Seminar

Metode de predare

Observatii

1. Aproximatie Born-Oppenheimer
2.Deducerea teoremei lui Bloch
Rezolvarea problemelor, Discutii,
Deduceri

3. Numarul de stari de energie din
zona Brillouin

4. Nivelurile de energie ale
impuritatilor din cristal.

5. Metoda rezonantei ciclotronului
6-7 Aplicatii ale semiconductorilor
(Prezentari bazate pe temele
atribuite)

Rezolvarea problemelor, discutii,
deduceri.

Bibliografie

8.3. Laborator

Metode de predare

Observatii

1.Introducere in normele de
siguranta in laborator

2. Determinarea tipului de
semiconductor extrinsec

3. Efectul Hall

4. Studiul celulelor solare




5. Studiul fotodiodei
6.Studiul fotorezistorului
7. Recuperare

Bibliografie

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptdrile reprezentantilor comunitdtii epistemice, asociatiilor
profesionale si angajatori reprezentativi din domeniu

La stabilirea obiectivelor disciplinei, la planificarea continutului acesteia si la precizarea conditiilor de finalizare
cu succes, am avut in vedere programele universitare similare situate in vecinatatea geografica si in zona de
referintd a Universitatii Babes-Bolyai (Universitatea Bucuresti, Universitatea Alexandru loan Cuza Iasi,
Universitatea E6tvos Lorand,Universitatea din Debrecen, etc.) precum si nevoile institutelor de cercetare
(Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca,
ELI-NP, ELI-ALLPS, etc.) si a companiilor private (Evoline, Codespring, Emerson, etc.).

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare / 10.2. Metode de evaluare /
10.3. Pondere din nota finala
10.4. Curs dobandirea cunostintelor de baza de fizica

semiconductorilor. Cunoasterea aplicatiilor: examen
oral (60%), teste rapide curs (15%)

10.5. Seminar Gradul de elaborare a temei ce urmeaza a fi prezentata.
Nivel de prezentare (10%)
10.6. Laborator Evaluarea referatului de laborator (15%)

10.7. Standard minim de performanta

Intocmirea si transmiterea referatelor de laborator (saptamana urmatoare terminarii exercitiului de laborator)

Titular curs Titular seminar Titular laborator
lect. dr. Borbély Sandor lect. dr. Borbély Sandor lect. dr. Borbély Sandor
Data completarii Data avizarii in departament Director departament

2024-05-30 2024-06-10 conf. dr. Jarai-Szabé Ferenc




